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1. 研究背景 

NaCl型TiOxは，組成範囲0.75 ≤ 𝑥 ≤ 1.3の不定比

化合物である。電気抵抗率や磁化率の測定により，

x が小さいと金属的で Pauli 常磁性を示すが，x が

大きくなると半導体的でCurie-Weiss則に従うよう

に変化すること，また単斜晶では立方晶より電気抵

抗率が小さいことなどが報告されている[1][3]。 

従来はアーク法等により試料が作製されていた

ため大型単結晶の報告がなかったが，近年，原料に

K2CO3を加えた Floating Zone(FZ)法により大型単

結晶が育成可能であることが報告された[2]。 

 本研究は，FZ 法によって様々な組成の NaCl 型

TiOxの大型単結晶を作製して，電気抵抗率や磁化率

において過去の結果を再現するか否かを確かめた

のち，これまで報告のない歪や反射率を測定するこ

とにより，結晶構造の変化や電子構造を解明するこ

とを目的とした。 

 

2. 実験方法 

 化学量論比に基づいた Ti, TiO2にK2CO3を加えて

粉混ぜを行った後に原料棒を形成し，Ar+H2 7%雰

囲気下での FZ法によりTiOx(x=0.8~1.3)の単結晶育

成を試みた。得られた単結晶について，粉末 X線回

折および，背面ラウエ法による結晶軸特定ののち，

電気抵抗率，磁化率，歪，反射率の測定を行った。 

 

3. 実験結果・考察 

 電気抵抗率及び磁化率測定の結果をそれぞれ図

1, 図 2に示す。小型単結晶における先行研究と概ね

同様の振る舞いを示すことが確認された。TiO1.0の

電気抵抗率の結果に関しては，先行研究の単斜晶の

結果に近い。 

TiO1.2の異なる結晶軸方向の歪測定の結果を図 3

に示す。[110]方向と[11̅0]方向の結果が異なること

から，単斜晶の single domainとなっていることが

示唆される。 

反射率測定の結果を図 4に示す。3eV付近までは

x が大きいほど反射率が小さくなっている。これは

電気抵抗率において xが大きいほど値が大きくなる

ことに対応しており，電子構造の観点からも xが大

きいほど絶縁体に近づくことが分かった。 

TiOxにおいては，O の割合が増えるほど Ti の欠

損が増え，乱れが大きくなることが，x が大きいほ

ど絶縁体に近づく要因であると推測される。 

 

 
図 1 電気抵抗率の温度依存性  図 2 磁化率の温度依存性 

 

 
図 3 異なる結晶軸方向の歪の温度依存性(TiO1.2) 

 

 
図 4 反射率変化スペクトル 
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